Valoarea mica a energei benzii interzise a InN (0.7 eV) a permis benzii interzise fundamentale
a compusilor semiconductori de nitruri (11I-N) de forma InyGa;«N sa acopere aproape intregul interval
de energie al spectrului solar (3.4 eV pentru GaN). Acest lucru permite fabricarea celulelor solare
tandem (detin recordul de eficientd de conversie) folosind un singur sistem de materiale, reducand
considerabil costurile de productie. Tn ciuda rezultatelor promititoare, folosirea InGaN/GaN ca
material fotovoltaic se afla in stadiu incipient, in principal din cauza deteriorarii severe (segregare de
fazd si strain inalt compresiv) a calitatii materialului odata cu incoporarea indiului, in special la
concentratii mari de In necesare obtinerii unei benzi interzise optime.

Proiectul si-a propus diminuarea/inlaturarea acestui impediment major prin inginerizarea
atat a Tnaltului strain compresiv al InGaN cat si a benzii lui interzise prin introducerea superretelelor
de forma InGaN/BGaN-GaN bazdndu-se pe remarcabila reducere a constantei de retea si a benzii
interzise a GaN indusa de prezenta borului. Astfel, folosind o tehnica de crestere avansata, si anume
epitaxia din fascicul molecular (MBE), heterostructuri de superretele (MQW-multiquantum wells) de
forma InGaN/BGaN au fost realizate asa cum se observa in figura (1). Introducerea ulterioara a
heterostructurii cu dimesionalitate redusa intr-o structura de celuld solara duce pe de o parte numai
la o mica crestere a voltajului de circuit deschis dar pe de alta parte si la o scadere nedorita a
curentului de scurtcircuit in comparatie cu o celuld de referintd. Acest lucru sugereaza ca in ciuda
compensarii strain-ului prezenta borului duce inevitabil la o deteriorare a matricei
semiconductorului gazda (3), chiar de la concentratii de mici de bor > 1-2 %.
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Utilizarea irradierii cu electroni cu energia de 6 MeV la fluente in jurul a 10 electroni/cm?

urmatd de tratament termic rapid de scurta durata la temperaturi inalte a demonstrat o ruta pentru
a Tmbunatatii proprietatile optice ale compusului BGaN, asa cum se onserva in figura (4).

o GaN . o
300K % ~~ |[300K RTA:1000 °C, 60s
= So |——2.0% =
S o |——3.5% .
- § o |— 5.6% -Q
(4+] I [ r
."? > |
7)) = 0.00.20.40.60.81.0
c 2 Fluence x 1016(elcm2)
Q c
e D
c b
- — :
- - as-grown
o i i e-irradiated  BGaN/AIN/ALO,  (4)
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 15 2.0 2.5 3.0 35 4.0

Photon energy (eV)
Energy(eV)



